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Аннотация 
С позиций теории одноэлектронного переноса проведен анализ реакций нуклеофильного замещения на 

атоме сульфонильной серы и ее низковалентных аналогах в их ароматических производных в сопоставлении с 
аналогичными процессами на sp2-атоме углерода. Показана возможность реализации в этих реакциях механизма 
одноэлектронного переноса (SET). Смещение механизма реакции в сторону механизма SN2, обнаруживаемое 
корреляциям по Гаммету и диаграмме О'Феррала, увеличивает вероятность реализации SET-механизма. 
Реакционная способность органических производных S(IV) и S(VI) соответствует концепции Пирсона, при этом 
локализованные (жесткие) и делокализованные (мягкие) нуклеофилы образуют с этими соединениями отдельные 
реакционные серии. Соблюдение соотношения активность/селективность для замещения на атоме сульфониль-
ной серы и формальное нарушение его для аналогичного процесса на S(VI) объяснено переносом реакционного 
центра при изменении жесткости нуклеофилов. Реакционная способность соединений S(II) описана на основе 
теории возмущений. 
 


